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はじめに: InP 基板上 MgSe/ZnCdSe II-VI 族半導体ヘテロ接合は可視光デバイス材料として

魅力的であることに加え、1.2eV 程の大きな伝導帯バンド不連続を有することから、これを

利用した新たなデバイス展開も期待される。前回は、MgSe/ZnCdSe 共鳴トンネルダイオー

ド(RTD)を試作し、初めて負性抵抗が確認できたことを報告した[1]。今回は、素子の電極材

料を変えることで特性の向上が得られたので報告する。 

結果と考察: 作製した素子の構造を図 1に示した。共鳴トンネル構造は un-ZnCdSe井戸層を

MgSe二重障壁層で挟んだ構成とした。また、その上下に 300nm厚の n-ZnCdSe層を設けた。

上記構造を(100)InP 基板上にダブルチャンバーMBE 法を用いて成長させた。成長後の透過

型電子顕微鏡(TEM)観測により、ZnCdSe井戸層厚は 0.7nm、MgSe障壁層厚は 1.8nmであっ

た。電極として InP 基板側には Au/Snを用い、n-ZnCdSe 層側には従来通りの Alに加え、今

回は更に Al/Au とした素子も作製した。素子形状は 50m 幅の電極ストライプ及び長さ約

240mのチップ状とした。両素子の室温における電流電圧(J-V)特性を図 2に示した。Al電

極及び Al/Au 電極のどちらの素子においても明瞭な微分負性抵抗を確認した。Al 電極の場

合では、ピーク電流密度(Jp)が 3.21kA/cm
2、ピークバレー比(PVR)は 1.61であったのに対し、

Al/Au電極の場合は、Jp=8.15kA/cm
2、PVR=2.03となり、明らかな特性向上が得られた。こ

れは、Al/Auにより電極抵抗が低減し、素子への電流注入の均一性が増したためであり、こ

の場合の方が素子本来の特性を示していると考えられる。 
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Fig. 2 J-V characteristics of the 

MgSe/ZnCdSe RTDs with Al and 

Al/Au electrodes. 

Fig. 1 A schematic diagram of the 

MgSe/ZnCdSe RTD. 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
0

5

10

 Al 

 Al/Au

 

C
u
rr

en
t 

D
en

si
ty

  
J(

k
A

/c
m

2
)

Applied Voltage V(V)

第78回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2017 福岡国際会議場)5p-A411-3 

© 2017年 応用物理学会 13-057 15.2

mailto:i-nomura@sophia.ac.jp

